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본  도변 에  다 나믹  결  측 치에  것 , 재료  결  측   

빔  주사 여 재료에  는 2차  통  결  측 는 측 치에 어 , 진공챔 에 내에

치  재료에 빔  주사 여  통  재료  상  측 는 주사  미경(SEM), 상  진공챔  내

에  주   미경  통  주사  빔  재료에  산란   통  결   측 는  산란

치(EBSD), 상  진공챔  내에 비 어 상  재료  도  변 시   열  가 주는 , 상

 어 여 상  진공챔 내에 원 고  는 도    어   상  SEM과 EBSD에

측  재료  결  거나, 상  진공챔  내 도  변경   상   동 시 는 

어  어 는 단말  포 여 는 것  특징  다.

  도 - 도2
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특허청  

청  1 

재료  결  측   빔  주사 여 재료에  는 2차  통  결  측 는

측 치에 어 ,

진공챔 에 내에 치  재료에 빔  주사 여  통  재료  상  측 는 주사  미경(SEM);

상  진공챔  내에  주   미경  통  주사  빔  재료에  산란   통  결   측

는  산란 치(EBSD);

상  진공챔  내에 비 어 상  재료  도  변 시   열  가 주는 ;

상   어 여 상  진공챔 내에 원 고 는 도    어 ; 

상  SEM과 EBSD에  측  재료  결  거나, 상  진공챔  내 도  변경   상  

 동 시 는 어  어 는 단말 ;  포 고,

상  는 드쓰루(Feedthrough)  상  진공챔  내측에 비 , 빔  통  CCD 카 라

   치에 치 고, 상  진공챔  내에 나 또는  상  복수개  비 ,

상  어 는 상   통  변  도  검 여 원 고 는 도  지시   상  

어  상  연동 는 도검 ;   포 고,

상  도검 는 상  단말  도  고 측  도값  통  상  어  동 어

는 것  특징  는 도변 에  다 나믹  결  측 치.

 

청  2 

삭

청  3 

삭

청  4 

삭

청  5 

 1 에 어 , 상  단말 는,

스  컴퓨 (PC)  것  특징  는 도변 에  다 나믹  결  측 치.

청  6 

삭

청  7 

삭

청  8 

 1 에 어 , 

상   통  재료  도변 에 라 주사  미경과  산란 치  미지  각각 득

수 는 것  특징  는 도변 에  다 나믹  결  측 치.
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 상  

     술  

본  도변 에  다 나믹(Dynamic)  결  측 치에  것 ,   상 게는 재료[0001]

결  측 는  도변 에  결  게 측  수 는 도변 에  다 나믹  결

 측 치   것 다.

     경  술

지 지는  재료 미  직에  연    X-   거나 과  미경(TEM)  [0002]

다. 물  러    측   보  공   지만,  편 는 많  건

도 다.

X-   경우 측  시편  비나 측   비  간단 는 지만 미  역   결 에는 [0003]

지 다. 라  미  직   결  는 과  미경     리 사

고 다.

그러나 과  미경  경우에도 시편 비가 다 울 뿐 니라, (hole) 주  극  미  역만[0004]

찰  수  문에 재료  체  특  는  많  계가  수 에 없다.

라  러  단  보   SEM 내에  후  산란 는 kikuchi  도  결   측[0005]

는 EBSD(Electron Back Scattered Diffraction ;  산란  측 치)  개 었다. 근에는 러  

 극복  새 운 측 술  등 는 , 것   SEM   EBSD 다.

  재료  에  산란 는 빔  여 시편 에  사 역  결   결 는[0006]

다. 능  측 에 는 X-   TEM  간 도에 치 고, TEM에 비  시편 비  측 역

에  리  (원 는 역  찾  측  수 고, 역  mapping  가능 )  가지는 SEM  여

에  들었  재료도 많  연 고 다.

지만, 러  EBSD  시 쉬운  다 , 본래 재료내  결 (립)  결  결 는  어[0007]

는 ' 도(temperature)'라는  parameter가 는 , 재 지  술 는 실시간  도  

결  동시에 측  수 없다는 문  었다.

 들어,  200도에  열처리 시  재료  quenching 시  후, EBSD 에 재료  고 결 립  측[0008]

다. 그 후 다  도에  재료 내 결 립  변   는 400도에  열처리 시  재료  다시

quenching 시  후 다시 EBSD  여 SEM 내 에 재료  삽  후, 결 립  측 다. 런 경우 여

러 거 움  상 는 , 무엇보다도 SEM 내 시편  재  시 사 에 측  같  지  다시 동 게

찾 주어  는 거 우   업  게 다.

     내

        결 고 는 과

상  같  문  결   본  다  도에  다시 결 립  측   시편  [0009]

지 고 SEM(주사  미경) 내에  도  여 재료  도  재  후 그 도에 당 는 결

립  측 고  는  그  다.

        과  결수단

상  같   달   본  재료  결  측   빔  주사 여 재료에  [0010]
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는 2차  통  결  측 는 측 치에 어 , 진공챔 에 내에 치  재료에 빔  주

사 여  통  재료  상  측 는 주사  미경(SEM), 상  진공챔  내에  주   미경

통  주사  빔  재료에  산란   통  결   측 는  산란 치(EBSD), 상  진

공챔  내에 비 어 상  재료  도  변 시   열  가 주는 , 상   어 여 상

 진공챔 내에 원 고  는 도    어   상  SEM과 EBSD에  측  재료  결

 거나, 상  진공챔  내 도  변경   상   동 시 는 어  어 는

단말  포 여 는 것  특징  다.

본 에  람직   특징 는, 상  는, 드쓰루(Feedthrough)  것  특징  다.[0011]

본 에  람직  다  특징 는, 상  어 는, 상   통  변  도  검 여 원[0012]

고 는 도  지시   상  어  상  연동 는 도검   포 여 는 것

특징  다.

본 에  람직  또 다  특징 는, 상  는, 상  진공챔  내측에 비 , 빔  통[0013]

 CCD 카 라   고는 다  치에 치 가능  것  특징  다.

본 에  람직  또 다  특징 는, 상  단말 는, 스  컴퓨 (PC)  것  특징  다.[0014]

본 에  람직  또 다  특징 는, 상  도검 는, 상  단말  도  고 측[0015]

 도값  통  상  어  동 어 는 것  특징  다.

본 에  람직  또 다  특징 는, 상  는, 상  진공챔  내에 나 또는  상  복수개[0016]

 비 는 것  특징  다.

본 에  람직  또 다  특징 는, 상   통  재료  도변 에 라 주사  미경과[0017]

 산란 치  미지  각각 득  수 는 것  특징  다.

         과

상  같  고 는 본  재료  결  측 는  어 , 도 변 에 라 게[0018]

결  측  수 , 재료  꺼내어 도변  주는 편  업  생략 여 편리 고 게 

도변 에  재료  결  측  수 는  다.

또 ,  에 도 재료  도 변 에  다  물  게 측  수 는  어, 신 재/미래[0019]

재료  물   게 측  수 는 과가 다.

     실시   체  내

, 첨  도  참 여 본 에  도변 에  다 나믹  결  측 치  람직  실시[0020]

 상   다 과 같다.

도 1  본 에  도변 에  다 나믹  결  측 치  개락도, 도 2는 본 에  EBSD[0021]

치  개략  도, 도 3  본 에  결  측 치  체 도, 도 4는 본 에 라 주

사  미경  챔 내에 치 는  나타낸 도 다.

본 에  도변 에  다 나믹  결  측 치는 진공챔  비 여 상  진공챔 (110) 내[0022]

에 재료  치시  후 빔  주사 여 재료  상  측 는 주사  미경(100 ; SEM)과 재료  

에  산란 는  빔  여  결  결 는   산란   치(Electron  Back  Scattered

Diffraction ; 200), 상  진공챔  내에 비 어 재료  도 변 에  결  측   도

가 주는 (300)  상  (300)  어   어 (400)  포 여 는 것  특징

 다.
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주사  미경(100)  재료( 상물)  상  측 는 것 , 재료가 치 는 진공챔  비 고 여[0023]

에 빔  사 여 재료에 주사  빔  통  재료에   2차  신  상 신  변 여

 미지  생 시 고, 상   미지  여 재료  측 다.

상  주사  미경(100)  빔  생시 는  포 다.  생  빔  집[0024]

, 편  , 물    리개  순차  통과  포커싱(focusing) 다. 포커싱  

빔  재료에 사 게 다.  재료에  는 2차 들  검 에  검 게 고 검  신 는 

폭 에  폭  후 극 과 내  에 주사   미지(SE image)  생 다.

러  상  주사  미경(SEM)  공지  술    상   생략  다.[0025]

EBSD(200)는  산란 치  상  주사  미경  진공챔 내에  후  산란 는 빔  [0026]

여 시편 에  사 역  결   결 다.

상  EBSD(200)  간략  , 진공챔 (110) 내에  후  산란 는 쿠치(kikuchi)  도[0027]

결   측 다. 여  산란  는 phosphor screen에 맺 고  CCD 카 라  통 여 득  후

미지 싱  통  EBSD  득 게 는 것 다.

(300)는 상  진공챔 (110)에 내에 비 어 재료  도변 에  결  측   도  가[0028]

다. 상  SEM  진공챔 (11)는 진공상태  사  문에 에 라 진공 에  사 가능  드쓰루

(Feedthroughs)  가  사 는  것  람직 ,  다  feedthrough  heater    Electrical

Feedthroughs나 Power Feedthrough 또는 Thermocouple Feedthroughs 등  사  수 다.

상  (300)가 치 는 치는 빔  동통 , CCD 카 라 , 재료( )  울  업  [0029]

 역  고는 어 에든 치 여도 무 다. 라  진공챔  내에 치 는 상  (300)

동 시  내  도 , 재료  도  변경시 다.  상  (300)는  개 또는  개 상 복수개

 치  수 다.

어 (400)는  상  (200)  어   것  는  도 라  는  것[0030]

람직 , 상  (300)  연결 어 재료에 도변  주  는 상  어 (400)  통  

다.

상  어 (300) 는 상 고 는    Programmable  Ramping  Controller( 사 GLAS-[0031]

GOL)나 Digitrol Ⅱ( 사 GLAS-GOL)가 사  수 ,  뿐만 니라  도 나 격  

식 도  등 상  (300)  어 가능  다  어 치  사  수 다.

도측 (410)는 상  어 (300)  드  통  상  체  업  수 다. 것  상  어[0032]

(300)  통  진공챔  내에 치  재료에 도  가  측 고  는 재료  도 변 에  

 도 변  검   것 다. , 어  통   도  가 여 재료에 도  변 시 겠

지만,    도 변   상  도측 (410)  비 다.

  (300), 어 (400)  도측 (410)는 본 에  실시  뿐 주사  [0033]

미경  진공챔  내에  재료에 도 변  가  수 는 다   치   어 는 어 가 사

수 는 것  당업  게 계변경 가능 다.

단말 (500)는 상  주사  미경  측 값(SEM image)과 EBSD  측 값(EBSD image)  고, 어[0034]

 도측  컨트  다.

상  단말 (500)는  주사  미경   측  트웨어에  가  EBSD 치  측  [0035]

 트웨어(결 립   그램)가 고,  께 상  어 (400)  컨트  

트웨어가 포 어 다.

또 , 상  어 (300) 연결 어 원 고 는 재료  도 변 에 라 측 고    동 어  통[0036]

여 달 , 어 상  도측 (410)  상   통  진공챔 내에 비  (300)  
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 재료  도  가  수 다. 러  상  단말 는  PC(personal computer)가 사 는 것

람직 다.

또 , 상  도측 (410)는 고  는 도값  상  단말   후 진공챔 내  [0037]

도  검 여 도값에 라 상  어 (400)  동 어 도   수 다.

또 , 도 변 에  SEM 미지  EBSD 미지  각각 득  수 다.[0038]

라  도변 에 라 결 립  측  수 고, 동시에 SEM 내에  도 변 에  미  미[0039]

지  역시  상 에  맞게  얻  수  ,  SEM  미지  EBSD  결   결과는  상   

가능 다.

에 라 본  재료  결  측   원 고  는 도  만든 후 결 립 [0040]

 측 고 또 다  도 에  결 립  측 고    다시  여 도  변경

시  후 다시 측  수 다.

상술  본  도 변 에  결 립  측  에도 재료 상(phase)들  변 , 결   ,[0041]

변  결 립  misorientation, 결 립  타  등  측  수 다.

 같  고 는 본  도 변 에 라 달라지는 재료  결  챔   꺼내어 [0042]

도  변 시  후 다시 챔  내  치시 는 거 움 없  실시간  도   그에  결

 측  수 는   다.

상, 본  원리  시   람직  실시  여 고 도시 지만, 본  그  같[0043]

 도시 고  그     는 것  니다.

, 첨  청  사상  주  탈  없  본 에  다수  변경  수  가능  당[0044]

업 들    수  것 다. 라  그러  든  변경  수 과 균등물들도 본  에

는 것  간주 어   것 다.

도  간단  

도 1  본 에  도변 에  다 나믹  결  측 치  개락도,[0045]

도 2는 본 에  EBSD 치  개략  도,[0046]

도 3  본 에  결  측 치  체 도,[0047]

도 4는 본 에 라 주사  미경  챔 내에 치 는  나타낸 도,[0048]

<도  주 에   >[0049]

100 : 주사  미경(SEM)[0050]

110 : 진공챔[0051]

200 :  산란 치(EBSD)[0052]

300 : [0053]

400 : 어[0054]

410 : 도측[0055]

500 : 단말[0056]
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